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はじめに 

窒化インジウム（InN）は窒化物半導体の中で最も小さいバンドギャップ（0.65 eV），大きな移

動度を有するため，高速高周波デバイスへの応用が期待される．しかし，InN 薄膜表面や基板界

面には電荷蓄積層が存在することが報告されており 1，InN薄膜の電気特性はその評価や制御が未

だ困難である．我々はこれまでの発表で，時間領域分光エリプソメトリー（THz-TDSE）2 を用い

た電気特性評価を InN 薄膜に適用し，THz-TDSE の有用性や表面電荷蓄積層の影響を考慮した 2

層膜解析について検討してきた 3．今回は，膜厚の異なる InN の電気特性について，THz-TDSE を

用いて検討を行ったので報告する． 

実験と結果 

MOCVD 成長 GaN テンプレート上に，RF-MBE 法を用いて成長した InN 薄膜について，

THz-TDSE による電気的特性評価を行った．膜厚が異なる 5つのサンプル（~150 nm，~450 nm，

~700 nm，~1200 nm，~2000 nm)に対して，解析を行った．Fig.1に，InNのキャリア濃度と移動度

の膜厚依存性について，THz-TDSEによる表面電荷蓄積層（厚さ 4 nm）を仮定した 2層膜解析で

得られたバルク領域の結果と，ホール効果測定の結果をあわせて示す．ホール効果測定において，

InN の膜厚が増加するにつれて，キャリア濃度が減少し，移動度が増加する傾向が得られている．

THz-TDSE により求めた InN の電気特性も同様の傾向を示しており，THz-TDSE による測定の妥

当性を示している．一方で，THz-TDSE で得られた特性はホール効果測定で得られた特性よりも

キャリア濃度は低く，移動度は高い値が得られている．この原因について詳細は検討中であるが，

THz-TDSE を用いることで表面電荷蓄積層や基板界面の影響を少なく，InNのバルク領域の電気特

性を測定できる可能性を示していると考えられる．講演では，表面電荷蓄積層を考慮したシミュ

レーション解析結果の詳細および表面ラフネスとの関連性についても報告する．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.1 THz-TDSE とホール効果測定による InN電気特性測定結果 
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